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Telefunken Transistor AF109R Datasheet

AF 109R

Germanium-PNP-HF-Mesa-Transistor fiir regelbare Vorstufen
bis 260 MHz.

Germanium PNP RF mesa transistor for controlled input stages
up to 260 MHz.

Abmessungen - Dimensions
Male in mm
M2:1

Mormgehéuse
DIN 18 A 4
JEDEC TO 72
Gewicht - Weight
AnschluB =S« ist mit dem Gehause verbunden max. 0,59
Terminal 5 is connecied o case
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucgo 20 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uceo 15 v
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uggo 03 v
Kollektorstrom -lg 10 mA
Basisstrom -lg i | mA

Gesamtverlustieistung
tamb = 45°C ptDt &0 mw
Sperrschichttemperatur b 90 “C
Lagerungstemperatur tsig -30..+90 °C
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Telefunken Transistor AF109R

AF 109R

Datasheet

Wiarmewiderstinde - Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung RihJa
Sperrschicht-Gehause RihJc

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25°C
Kollektorreststrom

-Ugp = 20V -lcBo

-Ugg = 15V -Iceo
Emitterreststrom

~Ugg = 03V ~lEBO
Basisstrom

=Ugg = 12V, -l = 1.5mA -lg

“Ugg = BV.-lg =2 mA -lg

_UCE = BV, -Ic =5 mA -|B
Basis-Emitterspannung

-Upe = 12V, =l = 1.5mA -Ugg

-U,GE = BV, -h: =2 mA ‘UBE

-UCE = BV, _IC =5 mA 'UEE
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

_UCE =12V, -lc = 1.5mA hFE

_UGE = BV, —|{; =2 mA I"IFE

_UGE = BV, —|C =5 mA hFE

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur typ, = 25°C

Rickwirkungskapazitat
-Ugg = 12V, ~Ig = 1mA, f = 450kHz  Cye
RauschmaB

—UGG=12V,—IG=EM,HE=1HQ. F

Rg = 600, f = 200 MHz
Leistungsverstarkung

“Upg = 12V, —|,|: = 2mA,Rg = 1LkQ, "I.Irpb

p = 9200, f = 200 MHz
Regelbereich

=lg = 2.9mA
Stdrspannung

ﬂ‘hl'pb
Ugt 1)

320
320

20

13

Typ.

0,5

88

380
380
405

50
55
75

0.25

165

36
22

Max.
750 "C/W
400 "C/W
8  pA
500 pA
110 pA
75  pA
pA
A
430 mv
430 mv
450 mv
pF
48 dB
dB
dB
my

1) Ugt ist der Effaktivwert der halben Klemmenspannung bei Anpassung (Rg = 2400), eines 100% sinus-

modulierten Fernsehirdgers, der aul dem Mulztriger 1% Amplitudenmodulation verursacht.

Ugt ia the affective half terminal vollage by matching with Rg = 2400 of & 100% sine modulated tebevision

carriar, which produces 1% AM on the uselul carrier
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AF 109R

Min. Typ. Max.
Vierpol KenngroBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur typp = 25°C
Basisschaltung
-Ugg = 12V, -l = 1,5mA, f = 200 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Sib 28 mS
—bijp 24 mS
KurzschluB-Rickwartssteilheit -Re (Yrh) 0,06 ms
-Im (yep) 016 mS
KurzschluB-Vorwartssteilheit =Re (yig) 22 mS
—Im (¥fp) 30 mS
KurzschluB-Ausgangsadmittanz Oab 0,09 mS
bﬂb 19 mS
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